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'S4 

Typ diody: dioda krzemowa 

Firma: PHILIPS 

Wykonanie: dioda krzemowa epitaksjal-
no-planarna w obudowie DO-35 

Zastosowanie: szybkie układy przełącza-
jące, układy logiczne 

Rys. 2-66. BAW62 Typy podobne: BAW76 (Sie) 

Wartości charakterystyczne1' 

UF 0,62-rO,75 V przy IF = 5 mA 
up < 1 V przy IF = 100 mA 
UF <0,93 V przy IF = 100 mA, tj = 100°C 
IR <25 nA przy UR = 20 V 
IR <50 [jtA przy UR = 20 V, tj = 150°C 
IR < 5 [лА przy UR = 75 V 
IR <100 [J.A przy UR = 75 V, tj = 150°C 
Q < 4 pF przy UR = 0, / = 1 MHz 
uFM <2,5 V przy IF = 50 mA, tr = 20 ns 
trr < 4 ns przy przełączaniu z IF — 10 mA na 

dla Rl = 100 a IR = 1 mA 
UR = 6 V, 

Qs 50 pC przy przełączaniu z IF — 10 mA na 
dla Rl = 500 П 

VR = 5 V, 

Wartości graniczne 

Ur max 7 5 V IfSM max 2 0 0 0 2 ) m A 

UrrM max 75 V IfSM max 5 0 0 3 ) m A 

IfAV max 1 0 0 m A 0 max 2 0 0 ° C 

If max 1 0 0 m A D 1 h j-a max 0 , 6 °C/mW 
If RM max 2 2 5 m A rstg - 6 5 - ^ + 2 0 0 ° C 

» tj = 25°C 
a I = 1 us 
3> ( = 1 s 



Impuls tr • 20ns tp=120ns &=0,01 

lojff 
± A - ' 

•t 

С « !pF(' pojemność oscyloskopu +pojemności 
zakłócające) 

-tp-
Oscyloskop: Ufm<2,5V 

t[=0,35ns 

Rys. 2-67. Układ pomiarowy szczytowego napięcia diody w kierunku przewodzenia 

Impuls: tr °0,6ns, tp '100ns, <5 -0,05 Oscyloskop: tr -OjSns 
С *tpF(C- pojemność oscyloskopu +pojemości zakłócające) 

Rys. 2-68. Układ pomiarowy czasu ustalania prądu wstecznego diody 
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m-D2"BkWZ. tr - 2ns. tn'400ns, 6-0,02 С * 7pF (pojemność oscyloskopu +pojemności r zakłócające) 

Rys. 2-69. Układ pomiarowy ładunku przełączania 
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Rys. 2-70. Zależność średniego 

/ <5 

diody od przebiegu czasowego impulsu 



Rys. 2-71. Zależność szczytowego powtarzal-
nego prądu przewodzenia od przebiegu cza-

sowego impulsu 

Rys. 2-72. Zależność średniego prądu prze-
wodzenia diody od temperatury otoczenia 

Rys. 2-73. Zależność prądu przewodzenia 
diody od temperatury otoczenia 

• Rys. 2-74. Charakterystyka prądu przewo-
dzenia diody 



Rys. 2-75. Zależność napięcia diody w kie-
runku przewodzenia od temperatury złącza 

Rys. 2-76. Zależność szczytowego napięcia 
diody w kierunku przewodzenia od czasu 

narastania impulsu 

vHAvUKv 
MII II 

- tj tj 

-

r| 

• 

'0 lii [i/J 20 

BAW62 

BAW62 

Rys. 2-77. Zależność pojemności diody od . Rys. 2-78. Zależność czasu ustalania prądu 
napięcia wstecznego wstecznego od prądu przewodzenia 



Rys. 2-79. Charakterystyka prądu wstecz-
nego diody 

Rys. 2-80. Zależność prądu wstecznego diody 
od temperatury złącza 


